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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月14日(2015.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１領域に位置する複数のメモリバンクと、
　第２領域に位置し、入力データ信号が入力されるデータ端子と、
　前記入力データ信号が反転されたか否かを示す反転制御信号に応答して、前記入力デー
タ信号を反転または非反転して出力するように構成される反転回路と、を備え、
　前記複数のメモリバンクそれぞれに少なくとも１つの前記反転回路が配されることを特
徴とする半導体メモリ装置。
【請求項２】
　前記反転回路は、前記第１領域内に配されることを特徴とする請求項１に記載の半導体
メモリ装置。
【請求項３】
　前記反転回路は、前記第２領域に隣接して配されることを特徴とする請求項１に記載の
半導体メモリ装置。
【請求項４】
　前記第２領域に位置して入力制御信号を受信する制御端子と、
　モードレジストセット信号によって、前記入力制御信号に基づいて前記反転制御信号を
生成するように構成される制御信号生成回路と、をさらに備えることを特徴とする請求項
１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項５】
　前記制御信号生成回路は、前記モードレジストセット信号によって、前記入力制御信号
と同じ前記反転制御信号を前記反転回路に提供するか、または、前記入力データ信号が反
転しないように不活性化信号を前記反転制御信号として前記反転回路に提供することを特
徴とする請求項４に記載の半導体メモリ装置。
【請求項６】
　前記複数のメモリバンクそれぞれに、少なくとも１つの前記制御信号生成回路が配され
ることを特徴とする請求項４に記載の半導体メモリ装置。
【請求項７】
　データマスキング回路をさらに備え、
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　前記制御信号生成回路は、前記モードレジストセット信号によって、前記入力制御信号
に基づいてマスキング制御信号をさらに生成するように構成され、
　前記データマスキング回路は、前記マスキング制御信号に応答して、前記入力データ信
号に対応するデータが前記複数のメモリバンクに記録されないように構成されることを特
徴とする請求項４に記載の半導体メモリ装置。
【請求項８】
　前記制御信号生成回路は、前記モードレジストセット信号によって、前記入力制御信号
と同じ前記マスキング制御信号を前記データマスキング回路に提供するか、または前記入
力データ信号がマスキングされないように、不活性化信号を前記マスキング制御信号とし
て前記データマスキング回路に提供することを特徴とする請求項７に記載の半導体メモリ
装置。
【請求項９】
　前記制御信号生成回路は、前記モードレジストセット信号によって、前記反転回路に前
記入力制御信号と同じ前記反転制御信号を提供し、前記データマスキング回路に、前記入
力データ信号がマスキングされないように不活性化信号を前記マスキング制御信号として
提供するか、または前記反転回路に、前記入力データ信号が反転しないように不活性化信
号を前記反転制御信号として提供し、前記データマスキング回路に前記入力制御信号と同
じ前記マスキング制御信号を提供することを特徴とする請求項７に記載の半導体メモリ装
置。
【請求項１０】
　前記複数のメモリバンクそれぞれに、少なくとも１つのデータマスキング回路が配され
ることを特徴とする請求項７に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１１】
　前記複数のメモリバンクそれぞれは、ロウ方向とカラム方向とに配列されたメモリサブ
ブロックを備え、前記少なくとも１つの反転回路は、各カラムのメモリサブブロックごと
に配されることを特徴とする請求項１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１２】
　前記複数のメモリバンクは、複数のメモリセルを備え、前記複数のメモリセルそれぞれ
は、スイッチング素子及びキャパシタを備えることを特徴とする請求項１に記載の半導体
メモリ装置。
【請求項１３】
　第１チップを備える半導体メモリパッケージであり、
　前記第１チップは、
　第１領域に位置する複数のメモリバンクと、
　第２領域に位置し、入力データ信号が入力されるデータ端子と、
　前記入力データ信号が反転されたか否かを示す反転制御信号に応答して、前記入力デー
タ信号を反転または非反転するように構成される反転回路と、を備え、
　前記複数のメモリバンクそれぞれに少なくとも１つの前記反転回路が配されることを特
徴とする半導体メモリパッケージ。
【請求項１４】
　前記第１チップ上に積層された第２チップをさらに備えることを特徴とする請求項１３
に記載の半導体メモリパッケージ。
【請求項１５】
　前記第１チップは、前記第１チップを貫通する貫通シリコンビアをさらに備え、
　前記貫通シリコンビアは、前記データ端子と連結されることを特徴とする請求項１３に
記載の半導体メモリパッケージ。
【請求項１６】
　第１領域内の複数のメモリバンクと、
　第２領域内に配され、かつ入力データ信号が入力されるデータ端子と、
　前記入力データ信号が反転されたか否かを示す反転制御信号に応答して、前記入力デー
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タ信号を反転または非反転させる反転回路を備える記録回路と、を備え、
　前記メモリバンクそれぞれに対して、少なくとも１つの記録回路が、対応するメモリバ
ンクに隣接して第１領域内に配されることを特徴とする半導体メモリ装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの記録回路は、前記対応するメモリバンクの少なくとも一側面に直
ぐ隣接して配されることを特徴とする請求項１６に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１８】
　前記第２領域に位置して入力制御信号を受信する制御端子をさらに備え、
　前記記録回路は、モードレジストセット信号によって、前記入力制御信号に基づいて前
記反転制御信号を生成する制御信号生成回路を備えることを特徴とする請求項１６に記載
の半導体メモリ装置。
【請求項１９】
　前記記録回路は、データマスキング回路をさらに備え、
　前記制御信号生成回路は、前記モードレジストセット信号によって、前記入力制御信号
に基づいてマスキング制御信号をさらに生成し、
　前記データマスキング回路は、前記マスキング制御信号に応答して、前記入力データ信
号に対応するデータを前記複数のメモリバンクに記録させないことを特徴とする請求項１
８に記載の半導体メモリ装置。
【請求項２０】
前記記録回路は、前記メモリバンクにデータを記録するために、前記反転回路の出力によ
って入出力ラインを駆動する記録駆動回路を備えることを特徴とする請求項１６に記載の
半導体メモリ装置。 
【請求項２１】
　前記反転回路によって発生された前記反転入力信号と前記非反転入力制御信号は、前記
入力データ信号のアドレスに応答して前記複数のメモリバンクの一部に記録されることを
特徴とする請求項１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項２２】
　前記入力データ信号は、前記反転制御信号によって反転または非反転されて発生される
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項２３】
　前記複数のメモリバックそれぞれは複数のメモリセルを備え、
　前記複数のメモリセルそれぞれは、スイッチング素子とマグネティック-トンネルジャ
ンクション構造を含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体メモリ装置。
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